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　　摘　要：　采用射频反应溅射法在不同衬底上制备Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜，然后对其原位氧化制备ＺｎＯ薄膜。利用

Ｘ射线衍射分析（ＸＲＤ）、扫描电子显微镜（ＳＥＭ）和光致发光谱（ＰＬ）等表征技术研究了不同衬底对ＺｎＯ薄膜

的结晶特性和发光性能的影响。ＸＲＤ研究结果显示：Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜在５００℃原位氧化３ｈ后完全转变为ＺｎＯ薄

膜，在玻璃和熔融石英衬底上制备的多晶ＺｎＯ薄膜无择优取向，而单晶硅（１００）衬底上的多晶ＺｎＯ薄膜具有较

好的沿（００２）方向的择优取向。ＰＬ测试结果显示：硅和熔融石英衬底上的多晶ＺｎＯ薄膜发光性能良好，激子

复合产生的紫外发光峰很强，且半高宽较窄，而来自于深能级发射的绿色发光峰很弱；而玻璃衬底上的多晶

ＺｎＯ薄膜发光性能较差。

　　关键词：　ＺｎＯ薄膜；　Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜；　原位氧化；　光致发光；　衬底

　　中图分类号：　 Ｏ４８４　　　　文献标识码：　Ａ

　　ＺｎＯ具有优异的光学和电学特性，室温下ＺｎＯ的禁带宽度约为３．３７ｅＶ，激子束缚能约为６０ｍｅＶ，远远

高于ＺｎＳｅ（２２ｍｅＶ），ＺｎＳ（４０ｍｅＶ）和ＧａＮ（２５ｍｅＶ）等宽带半导体材料。这一特性使其在室温下可以产生很

强的光致激子紫外发射，有利于研制高效率发光二极管、ＵＶ探测器、蓝紫光ＬＥＤ和ＬＤ等紫外波长光电器

件 ［１６］。另外，ＺｎＯ可以与 ＭｇＯ或ＣｄＯ形成合金，合金的禁带宽度在２．８～４．０ｅＶ范围内可调，扩展了ＺｎＯ

基发光材料的发光范围［７１０］。研制ＺｎＯ光电器件需要优质的ＺｎＯ基ｐｎ结结构，ｎ型ＺｎＯ材料的制备工艺已

经比较成熟，但是制备优质ｐ型ＺｎＯ材料仍然比较困难。这是因为ＺｎＯ中存在多种本征施主缺陷，对受主掺

杂有高度自补偿作用，并且受主杂质固溶度低、受主能级深，使得ＺｎＯ的ｐ型掺杂很难实现
［１１１２］。选择合适的

掺杂材料和适当的制备工艺成为克服这些困难的关键。Ｗａｎｇ和Ｌｉ等分别利用直流溅射法和ＣＶＤ法制备的

氮化锌作为前驱体，通过热氧化法制备出ｐ型ＺｎＯ
［１３１４］，这种方法可以提供足够的活性氮掺杂源，但是由于在

Ｚｎ３Ｎ２ 的制备和氧化过程中出现氢和碳的污染，样品的电阻率还是较高。

　　我们利用原位氧化Ｚｎ３Ｎ２ 法成功制备出电阻率较低的ｐ型ＺｎＯ，由于是直接在真空室中进行纯氧低压氧

化，避免了污染，阻止了Ｚｎ３Ｎ２ 的水解反应，从而提高了Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜的质量
［１５］。在原位氧化法ＺｎＯ薄膜制备

工艺中，有高温氧化过程。在高温氧化过程中，衬底要发生热扩散和形变现象，从而影响样品的结晶质量。为

了进一步完善这种ｐ型ＺｎＯ制备工艺，本文利用射频反应磁控溅射技术在不同衬底上制备Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜，然后

通过对Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜进行原位氧化制备ＺｎＯ薄膜。重点研究了不同衬底对薄膜结构和光学性能的影响。

１　实　验

　　采用ＦＪＬ５６０Ｃ型超高真空多靶磁控溅射系统制备Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜。反应室本底真空利用机械泵和分子泵抽

至４．０×１０－４Ｐａ，射频频率为１３．５６ＭＨｚ，输入功率为１００Ｗ。质量分数为９９．９９９％金属锌靶的直径为

６０ｍｍ，靶到衬底的距离为６０ｍｍ。单晶硅片先在氢氟酸（质量分数１５％）中煮沸１５ｍｉｎ以除去表面氧化层，

然后和玻璃、熔融石英一样经过丙酮、乙醇、去离子水超声清洗后利用热空气吹干。沉积时基片的温度保持在

２００℃。工作气体为通过两个质量流量计通入真空室的高纯氮气（体积分数９９．９９９％）和高纯氩气（体积分数

９９．９９９％）。反应溅射前，先通入２０ｍＬ·ｍｉｎ－１的氩气（标况下），调整真空阀门使反应室真空度为２Ｐａ，旋转

挡板遮住基片，利用氩等离子体溅射３０ｍｉｎ清洗靶材表面的污染物。然后再通入２０ｍＬ·ｍｉｎ－１氮气（标况

下），调整真空阀门使反应室真空度为２Ｐａ。移开挡板开始反应溅射，射频功率为１００Ｗ，Ｎ２ 与Ａｒ的流量比为
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１∶１，在衬底温度为２００℃的条件下分别在玻璃、熔融石英、单晶硅片上制备样品，反应溅射时间为３０ｍｉｎ。

扫描电子显微镜观测结果显示样品的厚度大约为４００ｎｍ。溅射完成后，停止通入气体。然后把本底真空抽到

１０－４Ｐａ，通入高纯氧气（体积分数９９．９９９％）使真空室的真空度为１０００Ｐａ并对前驱体进行氧化。氧化温度

由安装在基片托后面的电热丝加热器和温度控制系统分别控制在５００℃和５５０℃，氧化时间均为３ｈ。

　　利用Ｘ射线衍射仪（ＲｉｇａｋｕＤ／ＭａｘⅢＣ）和扫描电子显微镜（ＨｉｔａｃｈｉＳ４８００）表征了Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜和ＺｎＯ

薄膜的结构和表面特性。室温光致发光（ＰＬ）利用拉曼系统（ＨＯＲＩＢＡＪｏｂｉｎＹｖｏｎＨＲ８００）的ＰＬ光谱来分析

表征，激发光波长为３２５ｎｍ。

２　结果与讨论

　　图１给出了在不同衬底上Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜ＸＲＤ图谱。从图１可以看出，所有样品都为多晶薄膜，且衬底对薄

膜的晶体结构有显著的影响。在相同制备条件下，玻璃衬底上Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜的（４００）和（４４０）衍射峰很宽，说明

薄膜的结晶质量比较差，而硅片和熔融石英上Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜的结晶质量明显提高。另外，硅片上Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜有

很强的（３２１）衍射峰，说明沿该方向有择优生长的趋势。

　　热氧化是一个复杂的物质和结构的转化过程，前驱体的结晶质量显著影响薄膜的性能。因此研究前驱体

的晶体结构对ＺｎＯ薄膜性能的影响是十分必要的。选择不同的衬底制备前驱体，然后在相同的氧化参数下制

备ＺｎＯ薄膜，分析其性质变化，以此来选择最佳的衬底。图２给出了不同衬底上Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜在相同氧化条件

下形成的ＺｎＯ薄膜的ＸＲＤ图谱。从图２可以看出，在５００℃氧化３ｈ，所有样品对应的Ｚｎ３Ｎ２ 衍射峰都从图

谱中消失，同时出现与ＺｎＯ对应的衍射峰，这说明Ｚｎ３Ｎ２ 薄膜全部氧化为ＺｎＯ薄膜，并且形成的ＺｎＯ薄膜都

为多晶薄膜。从图２中也可发现，前驱体的结晶质量对氧化后形成的ＺｎＯ的结晶质量有显著影响。通过与图

１对比不难发现，前驱体的结晶质量越好，氧化后形成的ＺｎＯ薄膜的结晶质量就越好，特别是单晶硅片上的样

品在氧化后具有（００２）方向的择优取向。

Ｆｉｇ．１　ＸＲＤｐａｔｔｅｒｎｓｏｆａｓｇｒｏｗｎＺｎ３Ｎ２ｆｉｌｍｓ

ｏｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ

图１　不同衬底上Ｚｎ３Ｎ２薄膜的Ｘ射线衍射图谱

　

Ｆｉｇ．２　ＸＲＤｐａｔｔｅｒｎｓｏｆｆｉｌｍｓｏｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ

ａｆｔｅｒ５００℃ｉｎｓｉｔｕｏｘｉｄｉｚａｔｉｏｎ

图２　不同衬底上Ｚｎ３Ｎ２薄膜５００℃

原位氧化后的Ｘ射线衍射图谱

　　图３给出在不同衬底上制备的前驱体在相同的氧化工艺下氧化后的ＳＥＭ 图。原位氧化后，ＺｎＯ薄膜的

表面形貌相比Ｚｎ３Ｎ２薄膜发生了明显的变化。从图３可以看出，熔融石英衬底上的Ｚｎ３Ｎ２薄膜经氧化后，薄

Ｆｉｇ．３　ＳＥＭｉｍａｇｅｓｏｆＺｎ３Ｎ２ｆｉｌｍｓｏｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｕｂｓｔｒａｔｅｓａｆｔｅｒｉｎｓｉｔｕｏｘｉｄｉｚａｔｉｏｎ

图３　不同衬底上Ｚｎ３Ｎ２薄膜５００℃原位氧化后的ＳＥＭ图
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膜的晶粒尺寸明显增大，大小很均匀，薄膜也很致密，结晶质量明显提高。单晶硅衬底上的样品表面颗粒增大，

但是没有熔融石英衬底上的致密。玻璃衬底上的样品相互之间联合在一起，没有形成明显的颗粒，结晶质量比

较差，与图１和图２中ＸＲＤ的分析结果是一致的。ＳＥＭ图像与ＸＲＤ的结果表明，在原位氧化法制备ＺｎＯ薄

膜工艺中，衬底对薄膜质量的影响是很大的，主要原因是该工艺中有高温氧化过程。玻璃衬底的热稳定性较

差，在高温氧化过程中势必要发生形变和热扩散现象，衬底物质向样品中扩散，从而影响样品的结晶质量。而

熔融石英衬底和单晶硅片衬底热稳定性较好，在高温过程中扩散和形变现象不强烈，所以结晶质量较好。

　　衬底对样品结晶质量的影响，以及缺陷类型及浓度变化可以在样品的ＰＬ谱中观察到，图４为不同衬底的

样品经５００℃原位氧化后样品的室温ＰＬ谱。从图４可以看出，玻璃衬底上的样品存在强度弱且半高宽很宽

的紫外发光带和绿光发光带，这与５００℃高温下玻璃中的物质向ＺｎＯ薄膜中扩散和玻璃的受热形变有密切关

系，这严重影响了样品的结晶质量和光致发光性能。对于石英和硅片上的样品，在３８５ｎｍ附近发现显著的紫

外发光峰，对应的光子能量为３．２４ｅＶ，略小于本征ＺｎＯ的禁带宽度，可能为导带电子与受主能级间的跃迁或

者为其它杂质相关的能级的跃迁所致。在５３０ｎｍ附近还出现了对应于绿光波段的展宽峰，一般认为是由于

薄膜生长过程中成分的非化学计量比或者掺杂原子引起的深能级缺陷造成的。最近的研究表明［１３１４］，锌空位

和氧空位对５３０ｎｍ缺陷峰可能都有贡献，氧空位在ｐ型ＺｎＯ中的形成能较低，结合以前电学性质的研究
［１５］，

５００℃氧化３ｈ样品表现为ｐ型，所以这里的深能级缺陷峰应该来自于氧空位。在熔融石英衬底上，与近带边

紫外发光的强度相比，深能级缺陷发光非常微弱，这说明在５００℃氧化温度下石英衬底比较稳定，生成的ＺｎＯ

薄膜晶体质量较高，从而样品中的缺陷浓度较低，证明制备的薄膜具有良好的质量。在单晶硅片上，深能级缺

陷发光较强，说明在５００℃氧化时，硅衬底上的样品质量没有石英衬底上的高。另外结合ＳＥＭ 图，我们可以

发现硅衬底上的样品结构比石英衬底上的疏松，在氧化过程中，Ｚｎ３Ｎ２ 分解产生的氮原子更容易从薄膜中扩散

出来，而且由于采取的是低压氧化，没有足够的氧去填补氮的空缺，形成浓度较高的氧空位。

　　图５给出在熔融石英衬底上的样品５００℃和５５０℃氧化温度下的ＰＬ谱，随着氧化温度的升高到５５０℃，

ＺｎＯ的紫外发射强度进一步增强，半高宽变窄，并且发光峰位发生红移。与此同时，位于５２０ｎｍ附近与缺陷

有关的发光峰也增强。自由激子的发光峰强度与深能级发光的强度相比明显降低。此现象可以理解为：温度

升高，样品的结晶程度提高使紫外峰的强度增高，半高宽变窄。但是氧化温度升高导致Ｚｎ３Ｎ２ 分解加剧，氮扩

散增强，氧气不足，样品中的氧空位缺陷浓度升高；受价带顶或导带底附近形成的缺陷能级影响，紫外发光峰发

生明显的红移。

Ｆｉｇ．４　ＰＬｓｐｅｃｔｒａｏｆｆｉｌｍｓａｆｔｅｒ５００℃ｉｎｓｔｉｕ

ｏｘｉｄｉｚａｔｉｏｎｏｎｄｉｆｆｅｒｅｎｔｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ

图４　不同衬底上５００℃原位氧化薄膜的光致发光光谱

Ｆｉｇ．５　ＰＬｓｐｅｃｔｒａｏｆｆｉｌｍｓａｆｔｅｒ５００℃ａｎｄ５５０℃ｉｎ

ｓｉｔｕｏｘｉｄｉｚａｔｉｏｎｏｎｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａｓｕｂｓｔｒａｔｅｓ

图５　熔融石英衬底上的薄膜在５００℃和５５０℃退火后的光致发光谱

３　结　论

　　采用原位热氧化法在不同衬底上制备ＺｎＯ薄膜，衬底对ＺｎＯ薄膜晶体质量、电学性质和光学性质有很大

的影响。实验证明，氧化温度为５００℃时，氧化３ｈ可以得到ＺｎＯ多晶薄膜。单晶硅片和熔融石英上样品的

结晶质量比玻璃衬底上的样品的结晶质量要高。玻璃衬底上的样品存在强度弱且半峰宽很宽的紫外发光带和

绿光发光带；在单晶硅片上，深能级缺陷发光较强，样品深能级缺陷浓度较高；在石英衬底上，与近带边紫外发

光的强度相比，深能级缺陷发光非常微弱，生成的ＺｎＯ薄膜发光性能最高。另外，提高氧化温度，熔融石英上

９５６第３期 张　军等：衬底对原位氧化制备的ＺｎＯ薄膜结构和光学性质的影响



样品中的缺陷浓度增高。

参考文献：

［１］　ＳｅｒｖｉｃｅＲＦ．Ｍａｔｅｒｉａｌｓｓｃｉｅｎｃｅ：ＷｉｌｌＵＶｌａｓｅｒｓｂｅａｔｔｈｅｂｌｕｅｓ？［Ｊ］．犛犮犻犲狀犮犲，１９９７，２７６：８９５８９７．

［２］　ＴａｎｇＺＫ，ＷｏｎｇＧＫＬ，ＹｕＰ，ｅｔａｌ．ＲｏｏｍｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔｌａｓｅｒｅｍｉｓｓｉｏｎｆｒｏｍｓｅｌｆａｓｓｅｍｂｌｅｄＺｎＯｍｉｃｒｏｃｒｙｓｔａｌｌｉｔｅｔｈｉｎｆｉｌｍｓ［Ｊ］．

犃狆狆犾犘犺狔狊犔犲狋狋，１９９８，７２：３２７０３２７２．

［３］　ＢａｇｎａｌｌＤＭ，ＣｈｅｎＹＦ，ＺｈｕＺ，ｅｔａｌ．ＨｉｇｈｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅｅｘｃｉｔｏｎｉｃｓｔｉｍｕｌａｔｅｄｅｍｉｓｓｉｏｎｆｒｏｍＺｎＯｅｐｉｔａｘｉａｌｌａｙｅｒｓ［Ｊ］．犃狆狆犾犘犺狔狊犔犲狋狋，１９９８，

７３：１０３８１０４０．

［４］　ＲｕｓｕＧＩ，ＤｉｃｉｕＭ，ＰｉｒｇｈｉｅＣ，ｅｔａｌ．ＳｔｒｕｃｔｕｒａｌｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎａｎｄｏｐｔｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＺｎＳｅｔｈｉｎｆｉｌｍｓ［Ｊ］．犃狆狆犾犻犲犱犛狌狉犳犪犮犲犛犮犻犲狀犮犲，２００７，

２５３：９５００９５０５．

［５］　ＦａｚｚｉｏＭ，ＣａｌｄａｓＪ，ＺｕｎｇｅｒＡ．Ｍａｎｙｅｌｅｃｔｒｏｎｍｕｌｔｉｐｌｅｔｅｆｆｅｃｔｓｉｎｔｈｅｓｐｅｃｔｒａｏｆ３ｄｉｍｐｕｒｉｔｉｅｓｉｎｈｅｔｅｒｏｐｏｌａｒｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ［Ｊ］．犘犺狔狊犚犲狏犅，

１９８４，３０：３４３０３４３５．

［６］　ＫａｔｚＯ，ＧａｒｂｅｒＶ，ＭｅｙｌｅｒＢ，ｅｔａｌ．ＡｎｉｓｏｔｒｏｐｙｉｎｄｅｔｅｃｔｉｖｉｔｙｏｆＧａＮＳｃｈｏｔｔｋｙｕｌｔｒａｖｉｏｌｅｔｄｅｔｅｃｔｏｒｓ：Ｃｏｍｐａｒｉｎｇｌａｔｅｒａｌａｎｄｖｅｒｔｉｃａｌｇｅｏｍｅｔｒｙ

［Ｊ］．犃狆狆犾犘犺狔狊犔犲狋狋，２００２，８０：３４７３４９．

［７］　ＰａｒｋＷＩ，ＹｉＧＣ，ＪａｎｇＨＭ．ＭｅｔａｌｏｒｇａｎｉｃｖａｐｏｒｐｈａｓｅｅｐｉｔａｘｉａｌｇｒｏｗｔｈａｎｄｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＺｎ１－狓Ｍｇ狓Ｏ（０≤狓≤０．４９）ｔｈｉｎ

ｆｉｌｍｓ［Ｊ］．犃狆狆犾犘犺狔狊犔犲狋狋，２００１，７９：２０２２２０２４．

［８］　ＧａｉＹＱ，ＹａｏＢ，ＷｅｉＺＰ．ＥｆｆｅｃｔｏｎｎｉｔｒｏｇｅｎａｃｃｅｐｔｏｒａｓＭｇｉｓａｌｌｏｙｅｄｉｎｔｏＺｎＯ［Ｊ］．犃狆狆犾犘犺狔狊犔犲狋狋，２００８，９２：０６２１１０．

［９］　ＺｈａｎｇＸＱ，ＳｈａｎｇＨＫ，ＴｅｎｇＸＹ，ｅｔａｌ．ＬａｓｉｎｇａｃｔｉｏｎｏｆｈｉｇｈｑｕａｌｉｔｙＺｎＯｔｈｉｎｆｉｌｍｄｅｐｏｓｉｔｅｄｂｙｒａｄｉｏｆｒｅｑｕｅｎｃｙｍａｇｎｅｔｒｏｎｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ

［Ｊ］．犆犺犻狀犘犺狔狊，２００５，１４：１２０５１２０８．

［１０］　ＺｈａｎｇＸＪ，ＭａＨＬ，ＬｉＹＸ，ｅｔａｌ．ＴｈｅｏｐｔｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＭｇ狓Ｚｎ１－狓Ｏｔｈｉｎｆｉｌｍｓ［Ｊ］．犆犺犻狀犘犺狔狊，２００６，１５：２３８５２３８９．

［１１］　ＺｈａｎｇＳＢ，ＷｅｉＳＨ，ＺｕｎｇｅｒＡＡ．ＰｈｅｎｏｍｅｎｏｌｏｇｉｃａｌｍｏｄｅｌｆｏｒｓｙｓｔｅｍａｔｉｚａｔｉｏｎａｎｄｐｒｅｄｉｃｔｉｏｎｏｆｄｏｐｉｎｇｌｉｍｉｔｓｉｎⅡ!ⅣａｎｄⅠ!Ⅲ!Ⅵ２

ｃｏｍｐｏｕｎｄｓ［Ｊ］．犑犃狆狆犾犘犺狔狊，１９９８，８３：３１９２３１９７．

［１２］　ＫｏｂａｙａｓｈｉＡ，ＳａｎｋｅｙＯＦ，ＤｏｗＪＤ．Ｓｅｍｉｅｍｐｉｒｉｃａｌｔｉｇｈｔｂｉｎｄｉｎｇｂａｎｄｓｔｒｕｃｔｕｒｅｓｏｆｗｕｒｔｚｉｔｅｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓ：ＡｌＮ，ＣｄＳ，ＣｄＳｅ，ＺｎＳ，ａｎｄ

ＺｎＯ［Ｊ］．犘犺狔狊犚犲狏，１９８３，２８：９４９９５４．

［１３］　ＷａｎｇＣ，ＪｉＺＧ，ＬｉｕＫ，ｅｔａｌ．ｐＴｙｐｅＺｎＯｔｈｉｎｆｉｌｍｓｐｒｅｐａｒｅｄｂｙｏｘｉｄａｔｉｏｎｏｆＺｎ３Ｎ２ｔｈｉｎｆｉｌｍｓｄｅｐｏｓｉｔｅｄｂｙＤＣｍａｇｎｅｔｒｏｎｓｐｕｔｔｅｒｉｎｇ［Ｊ］．

犑犆狉狔狊狋犪犾犌狉狅狑狋犺，２００３，２５９：２７９２８１．

［１４］　ＬｉＢＳ，ＬｉｕＹＣ，ＺｈｉＺＺ，ｅｔａｌ．ＯｐｔｉｃａｌｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓａｎｄｅｌｅｃｔｒｉｃａｌｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎｏｆｐｔｙｐｅＺｎＯｔｈｉｎｆｉｌｍｓｐｒｅｐａｒｅｄｂｙｔｈｅｒｍａｌｌｙｏｘｉｄｉｎｇ

Ｚｎ３Ｎ２ｔｈｉｎｆｉｌｍｓ［Ｊ］．犑犕犪狋犲狉犚犲狊，２００３，１８：８１３．

［１５］　张军，谢二庆，付玉军，等．原位氧化Ｚｎ３Ｎ２制备ｐ型ＺｎＯ薄膜的性能研究［Ｊ］．物理学报，２００７，５６：４９１４４９１７．（ＺｈａｎｇＪ，ＸｉｅＥＱ，ＦｕＹＪ，

ｅｔａｌ．ＳｔｕｄｙｏｆｐＴｙｐｅＺｎＯｔｈｉｎｆｉｌｍｓｐｒｅｐａｒｅｄｂｙＩｎＳｉｔｕｏｘｉｄａｔｉｏｎｏｆＺｎ３Ｎ２．犃狋犮犪犘犺狔狊犻犮犪犛犻狀犻犮犪，２００７，５６：４９１４４９１７）

犈犳犳犲犮狋狊狅犳狊狌犫狊狋狉犪狋犲狅狀犣狀犗狋犺犻狀犳犻犾犿狊狆狉犲狆犪狉犲犱

犫狔犻狀狊犻狋狌狅狓犻犱犪狋犻狅狀狅犳犣狀３犖２

ＺＨＡＮＧＪｕｎ１
，２，　ＸＩＥＥｒｑｉｎｇ

２，　ＸＩＥＹｉｚｈｕ１
，２，　ＦＵＹｕｊｕｎ

２，　ＳＨＡＯＬｅｘｉ１

（１．犛犮犺狅狅犾狅犳犘犺狔狊犻犮犪犾犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，犣犺犪狀犼犻犪狀犵犖狅狉犿犪犾犝狀犻狏犲狉狊狋犻狔，犣犺犪狀犼犻犪狀犵５２４０４８，犆犺犻狀犪；

２．犛犮犺狅狅犾狅犳犘犺狔狊犻犮犪犾犛犮犻犲狀犮犲犪狀犱犜犲犮犺狀狅犾狅犵狔，犔犪狀狕犺狅狌犝狀犻狏犲狉狊犻狋狔，犔犪狀狕犺狅狌７３００００，犆犺犻狀犪）

　　犃犫狊狋狉犪犮狋：　ＺｎＯｔｈｉｎｆｉｌｍｓｏｎｖａｒｉｏｕｓｓｕｂｓｔｒａｔｅｓｗｅｒｅｐｒｅｐａｒｅｄｂｙｉｎｓｉｔｕｏｘｉｄａｔｉｏｎｏｆＲＦｓｐｕｔｔｅｒｅｄＺｎ３Ｎ２ｆｉｌｍｓ．Ｔｈｅｓｔｒｕｃ

ｔｕｒａｌａｎｄｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｓｃｅｎｔｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｏｆＺｎＯｆｉｌｍｓｗｅｒｅｍｅａｓｕｒｅｄｂｙＸｒａｙｄｉｆｆｒａｃｔｉｏｎ（ＸＲＤ），ｓｃａｎｎｉｎｇｅｌｅｃｔｒｏｎｍｉｃｒｏｓｃｏｐｙ

（ＳＥＭ）ａｎｄｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ（ＰＬ）．ＸＲＤｒｅｓｕｌｔｓｓｈｏｗｅｄｔｈａｔＺｎ３Ｎ２ｆｉｌｍｓｈａｄｂｅｅｎｃｏｍｐｌｅｔｅｌｙｔｒａｎｓｆｏｒｍｅｄｉｎｔｏＺｎＯｆｉｌｍｓａｆｔｅｒ

ｉｎｓｉｔｕｏｘｉｄｉｚａｔｉｏｎａｔ５００℃ｆｏｒ３ｈ．Ｔｈｅｆｉｌｍｓｏｎｇｌａｓｓａｎｄｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａｇｌａｓｓｓｕｂｓｔｒａｔｅｓｈａｄｎｏｐｒｅｆｅｒｅｎｔｉａｌｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎｗｈｉｌｅｔｈｅ

ｆｉｌｍｓｏｎＳｉ（１００）ｓｕｂｓｔｒａｔｅｓｅｘｈｉｂｉｔｅｄ（００２）ａｘｉｓｐｒｅｆｅｒｒｅｄｏｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ．ＰＬｍｅａｓｕｒｅｍｅｎｔｓｓｈｏｗｅｄｔｈａｔＺｎＯｆｉｌｍｓｏｎＳｉ（１００）ａｎｄ

ｆｕｓｅｄｓｉｌｉｃａｇｌａｓｓｓｕｂｓｔｒａｔｅｓｐｏｓｓｅｓｓｅｄｇｏｏｄｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｓｃｅｎｔｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓｗｉｔｈｓｔｒｏｎｇｎｅａｒｂａｎｄｅｄｇｅｅｘｃｉｔｏｎｉｃＵＶｅｍｉｓｓｉｏｎａｎｄ

ｗｅａｋｄｅｆｅｃｔｒｅｌａｔｅｄｄｅｅｐｌｅｖｅｌｅｍｉｓｓｉｏｎｉｎｔｈｅｖｉｓｉｂｌｅｒｅｇｉｏｎ．Ｔｈｅｆｉｌｍｓｏｎｇｌａｓｓｓｕｂｓｔｒａｔｅｓｅｘｈｉｂｉｔｅｄｐｏｏｒｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｓｃｅｎｔｐｒｏｐｅｒ

ｔｉｅｓ．

　　犓犲狔狑狅狉犱狊：　ＺｎＯｆｉｌｍｓ；　Ｚｎ３Ｎ２ｆｉｌｍｓ；　Ｉｎｓｉｔｕｏｘｉｄａｔｉｏｎ；　Ｐｈｏｔｏｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ；　Ｓｕｂｓｔｒａｔｅ

０６６ 强 激 光 与 粒 子 束 第２０卷


